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系統簡介
量測波段範圍 : 193 nm ~ 1690 nm  ( e.v. * nm =1240 )  
光源 XLS 100

系統簡介

光源 : XLS-100 type
(1) 30W D2 (Deuterium) for UV/VIS，壽命約1500hr 
(2) 5W QTH (Quartz Tungsten Halogen) for VIS/IR，

壽命約2000hr
Spot size：0.3mm~5mm
Scan angle：45o~75o with probe， 45o~90o without probeg p p
Polarizer ( Analyzer ): 偏光鏡,由兩個稜鏡組合而成,將光源轉換
為單一方向的光(P & S)
Sample size：最大至8 inch wafer，最小至1x1 cm 破片p
Detector by CCD

Incidence angle

Source Polarizer Sample Analyzer Detector LampLampDetectorDetector

Polarizer rotatingPolarizer rotatingAnalyzeAnalyzerr
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提供光譜範圍：193nm-1690nm(UV/VIS/NIR)
690 個波長690 個波長

光譜範圍： 192.24289 – 1689.3256 nm ,708 個波長解析度於
IR : 1689.3256- 1685.8406 nm =3.485 < 3.7nm
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IR  : 1689.3256 1685.8406 nm 3.485 < 3.7nm
VIS : 580.2938-578,70374 nm= 1.58646 < 2.17nm
UV : 241.43655-239.84863 nm=1.58792 < 2nm). 



光點(spot size)直徑為0.3-5mm

標準光斑大小：3-5mm，透過聚焦配件可進一步縮小到0.3mm

(光斑大小會隨不同波長而有所變化)
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聚焦配件 裝設於系統上



量測角度：電腦自動調整角度變化，變化範圍45°-90°

°設定39°，但系統
提示只能45~90°

45° 90°
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行程200mm程式化控制XY平移台
本平台需可量測 以下之晶圓(本平台需可量測200mm 以下之晶圓)

X=0 Y=0 原點位置 移動到 X=-10cm Y=-10cm 位置

移動到 X=10cm Y=10cm 位置

XY可移動範圍從-10~10cm(200mm)
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橢圓儀原理
光藉由非零度入射角至樣品表面而反射,因為樣品的厚度及
對光的反應(吸收或透明 )而產生極化狀態的改變 (產生

橢圓儀原理

對光的反應(吸收或透明⋯)而產生極化狀態的改變 (產生
相位及振幅的改變),此量測方式我們稱為橢圓儀量測

‧量測時對於每個波長,我們得到兩個獨立的參數

‧ ψ and ∆ψ
(相變化 ∆ 在10nm薄膜內有非常高的靈敏度)

‧絕對性量測: 

‧ 我們不需任何參考參數.

‧非破壞且間接的量測技術: 

‧ 不能直接得到樣品的 N,K,T.

‧使用模組公式來描述樣品的物理參數, 

求得 N K T
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‧ 求得 N,K,T.



橢圓儀原理橢圓儀原理
EiEP

r

φo ES
rs

rp

Er

Thin Film 1 (n1, k1, T1)
Thin Film 2 (n2, k2, T2)

Ambient (n0, k0)

Substrate (ns, ks)

Thin Film 2 (n2, k2, T2)
Thin Film i (ni, ki, Ti)

ρ = 
rp

rs
= Tan(Ψ).e j(∆)

Measured Parameters 

T Ψ d C ∆
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TanΨ and Cos∆



量測與分析量測與分析
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量測與分析量測與分析
55A SiO2 (Dry Oxide) deposited in Vertical furnace at 980oC

Layer#2 SiO2 Thickness = 53 47ATEM image Layer#2 SiO2 Thickness = 53.47A
Layer#1 Interface Thickness = 10A

g

Eillipsometer M2000 analysis

Interface

National Nano Device Laboratories
Create for the future



量測與分析量測與分析
33A SiO2 measurement data 

L #2 SiO2 Thi k 29 95A
TEM image

Layer#2 SiO2 Thickness = 29.95A
Layer#1 Interface Thickness = 10A

Eillipsometer M2000 analysis
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